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	عنوان پروژه: شيبه‌سازي رفتار ديود IMPATT


	چكيده:

سيستمهاي مايکروويو نياز به الماني دارند که بتواند توان خروجي مورد نياز فرستنده را تامين کرده و نيز امکان ايجاد نوسان پايدار( با ايجاد هدايت منفي داشته باشد. ديود IMPATT(Impact Ionization Avalanche Transit Time) گزينه اصلي در اين گونه سيستم‌ها مي‌باشد .اساس کار اين ديود ايجاد اختلاف فاز بیش از
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 (هدايت منفي) بين ولتاژ و جريان با بهره‌گيري از پديده شکست بهمني و اثر تاخيري ناشي از گذار حامل‌ها مي‌باشد.‌ کسب درک فيزيکي از نحوه  عملکرد اين ديود و شناسايي پارامترهاي موثر در رفتار ديود، از اهميت زيادي براي طراحي و بهينه‌سازي رفتار اين ديود با تغيير ساختار آن برخوردار است.

در اين پروژه رفتار کيفي ديود و معادلات حاکم بر رفتار آن مورد  بررسي قرار مي‌گيرد. روش‌هاي مختلف مدل‌سازي ديود مورد بررسي قرار گرفته است.
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	Abstract

Microwave systems require an element capable of delivering power in transmitters and also capable of making stable oscillation (by introducing negative conductance). IMPATT diode is the premier choice for these systems.

The basic mechanisms of making a phase shift more than 90 degrees between voltage and current in IMPATT diodes are the inherent delay due to avalanche process and delay due to finite transit time of carriers from a drift region.

Gaining physical understanding of the diode behavior and recognizing the parameters effective in diode characteristics is necessary for design and optimization of this device by changing its structure.

In this project, the diode's qualitative behavior and the equations of diode is treated under consideration. Different methods of modeling the diode are discussed and the device behavior is simulated.
In order to present a tool for explaining the circuit behavior, an animation of the device behavior including the transit and generation of carriers and voltage and current waveforms has been made.
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